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Titel der Erfindung

Druckgesteuerter Schwellwertschalter

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfimdung betrifft einen druckgesveuerten Schwell-
wertschalter aus amorphem, zwischen niedriger und hoher
Leitféhigkeit schaltbarem Halbleitermaterial. Der Schwell-
wertschalter kann als mechanisch-elektrisches Wandler—
element fir Tastschalter, Relais und Koppler Verwendung
finden.

Charakteristik der bekannten technischen Losung

Bei einem bekannten druckgesteuerten Schwellwertschalter
aus einem amorphen Halbleiter (DD-PS 195948) umhiillen
magnetische Grund- und Deckelelsktroden das Halbleiter-
material und ilben auf dasselbe bei Durchsetzung mit einem
Magnetfeld Druckkrdfte aus. An den Elektroden des Halb=-
leitermaterials liegt eine Impulsspannung an, deren Spite—
zenwerte niedriger als die Schwellspannung des Halblei-
termaterials sind. Durch die erzeugten Druckkrafte wird
die Schwellspannung unter die Spitzenwerte der Impuls-—
spannung gesenkt, so daB das Halbleitermateriasl vom Zu-
stand niedriger in den Zustand hoher Leitlfdhigkeit um-
schaltet. Hierbei steht beziiglich der Breite der an-
steuernden Tmpulse die Bedingung, daB diese grbéfer als
eine materialbedingte Verzigerungszeit des Halbleiters
vom Erreichen des Schwellwertes bis zum Umgchalten ist,.

Die Betrige der erreichberen druckabhingigea Schwellwert-—
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dnderungen sind im Verbdltnis der Amplitudenschwankungen
der ansteuernden Impulse gering, so daB eine hohe Ampli-
tudenstabilitdt Voraussetzung fiir die exakte Funktion des
Schwellwertschalters bzw., fiir eine hohe Storsicherheit
bildet, die mit erhthten Aufwendungen verbunden sind.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Entwicklung eines druckge-
steuerten Schwellwertschalters, der sich gegeniiber der be-
kannten Ldsung durch eine hohere Storsicherheit auszeich-
nets

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die beabsichtigte
Erhohung der Storsicherheit durch Ausnutzung anderer druck-
abhiangiger Parameter des genannten Halbleitermaterials zu
erreichen, die ein Ausgangssignal ermdglichen, fiir das die
ausreichende Stabilitdt der Kennwerte der ansteuernden Im-
pulsfolge bereits gegeben bzw. einfacher zu erzielen ist.

ErfindungsgemdB wird diese Aufgabe an einem Schwellwert-—
schalter geldst; welcher aus einem schwellspannungs- und
verzogerungszeitbehafteten Schaltelement und einem Rechteck-
impulse erzeugenden Generator besteht, in dessen Ausgangs-
kreis das Schaltelement liegt. Die erfinderische Losung
besteht darin, daf der Generator ein Impulse mit iiber der
Schwellspannung liegender Impulshohe und zwischen der Ver-
zogerungszeit ohne und der Verzdgerungszeit mit Druckbeauf-
schlagung liegender Impulsbreite erzeugender Generator iste.

Ausfiihrungsbeispiel
In dexr Zeichnung zeigen:

Figur “1: Spannungs-Zeit-Funktionen an amorphen Halb-
leitexrn,

Figur 2: Spannungs-Zeit-Funtkionen an amorphen Halblei-

tern in Abhangigkeit von wirkenden Druckkrif-
ten und
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Figur 3: das Schaltbild des erfindungsgemalen Schwellwert-
schalters

GendB Fig. 3 besteht der erfindungsgeméBe Schwellwevtschal-
ter aus eirem Generator G, einem Schaltelement S aus amor-
phem Halbleitermaterial, einem Vorschaltwiderstand Rv und
einem MeRwiderstand RM’ die eine Reihenschaltung bilden.
Die iiber dem MeBwiderstand RM abfallende Spanrung ist iiber
einen Ausgang A herausgefiihrt. Der Generator G erzeugt
Rechtecklmpulse mit einem Spannungsverlauf UG gemdB Fig.1,
der Uber den Vorschaltwiderstand Ry am Schaltelement S an=
liegt mit einen Spannungsveriauf UE. Brreicht dieser die
Schwellspannung Ug, wird der Ubergang des Schaltelementes
S vom Zustand niedriger Leitfihigkeit in den hoher Leit-
fdhigkeit eingeleitet. Auf Grund der physikelischen Vor-
ginge im Halbleiter erfolgt die genannte Umschaltung nach
einer Verzdgerungszeit ta. Als wirksame Impulsbreite ©
wird die Zeit von Erreichen der Schwellspannung US bis zur
Unterschreitung diseser Schwellspannung durch den Spannungs-—
verlauf UG bezeichnet. Eine Voraussetzung fiir die genannte
Umschaltung bildet das GroSenverhdltais von wirksamer Ime-
pulsbreite t5 und Verzdgerungszeit t2, fir das gilt:

t5 > toe Mit dem Ubergang des Schaltelementes S in den Zu-
stand hoher Leitfahigkeit (Zeit t4> bildet sich am Ausgang
A die Anstiegsflanke des Ausgangsimpulses, dessen Rlck-
flanke mit der Rickflanke des Spannungsverlaufes UG ente
steht (Spannungsverlauf Uy in Figur 1).

Fir das GroBenverhdltnis t21> t5 entsteht am Ausgang A
kein Impuls (Spannungsverlauf Uy in Figur 2), da das
Schaltelement S nicht in den Zustand hoher Leitfihigkeit
kommt, denn nach Ablauf der Verzdgerungszeit t2 hat der
Spannungsverlauf UG bereits die Schwellspannung US unter-
schr.tten.

Es wurde gefunden, daf die Verzdgerungszeit t2 von einer
auf das Halbleitermaterial des Schaltelementes S ausgeiib-

ten Druckkraft abhingig is%. Eine Erhdhung dieser Druck-
kraft bewirkt eine Verkleinerung der Verzidgerungszeit ta
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auf den Wert tED'

Liegt die wirksame Impulsbreite t5 (Spannungsverlauf U,

in Fig. 2) in ihrem Betrag zwischen der Verzdgerungszeity
ta okne Druckbeaufschlagung und der Verzdgerungszeit T,y
mit Druckbeaufschlagung (t2D<:t5<:t2), kann das Schalt-
element S durch eine auf sein Halbleitermaterial ausge-
tibte Druckkraft geschaltet werden. Der {Jbergang des Schalt=
elementes in den Zustand hoher Leitfidhigkeit (Spannungs-
verlauf UED) erfolgt dann, bevor die Riickflanke des vom
Generator G anliegenden Spannungsverlaufes Ug die Schwell~
spannung US unterschreitet. Am Ausgang A ist der Spannungs-
verlauf Uy, des entsiehenden Ausgangsimpulses abnehmbar,
Die Schwellspannung Us ist ebenfalls druckabhéngig, so daf
sich gleichfsalls eine Brniedrigung derselben ergibt, die
unterstiitzend auf den Umschaltvorgans wirkt. Die Schwell-
spannung US ist nicht die fiir die Umschaltung zu steuern=-
de GroBe, wie dies bei dem bekannten Schwellwertschalter
der Fall ist. Da mit bekannten Mitteln die Einstellung

der wirksamen Impulsbreite t. wesentlich priéziser mdglich
und unempfindlicher gegeniiber Stérgrdél8en ist als die Ein-
stellung von Impulsamplituden gemdB der bekannten L&sung,
ist das Ziel einer hoheren Stérsicherheit erreicht.

Die genannte Druckbeaufschlagung kann wie bei der bekann~
ten Losung durch eine Ummantelung des amorphen Halbleiter-
materials des Schaltelementes S mit Grund- und Deckelelek-
troden erfolgen, die aus Material mit magnetostriktiven
BEigenschaften bestehen. Diese Elekitroden iiben bei Annihe-
rung eines Magnetfeldes M auf das Halbleitermaterisl die
fir den SchaltprozeB erforderliche Druckkraft aus, Andere

Moglichkeiten der Erzeugung der Druckkraft kdnnen gewidhlt
werden,
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Erfindungsanspruch

Druckgesteuerter Schwellwertschalter mit einem Schaltele-
ment aus amorphem, zwischen niedriger und hoher Laitféhig-
keit schaltbavem Halbleitermaterial mit einer Verzogerungs-
zeit beim Ubergang von niedriger zu hoher Leitf&higkeit in
Verbindung mit Mitteln zur Aufbringung einer Druckkraft auf
das Halbleitexmaterial, wobel das Schaltelement an den Aus=-
gangskreis eines Rechteckimpulse erzeugenden Geuerators an-
geschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, daB dex Generator
ein Impulse mit iiber der Schwellspannung (US) liegender
Impulshéhe und zwischen aer Verzidgerungszeit (tz) ochne und
dar Verzdgerungazeit (tZD) mit Druckbeaufschlagung liegen-
der Impulsbreite erzeugender Generator (G) ist.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen
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